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PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DEL CINC DE -
COMBINACIONES INTERMETAI:ICAS DE ESTE METAI-. ‘o
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Entre los elementos que pueden serifacil-
mente aceptados por el cine y las.aleaciones;de ¢ine,
tanto en 18 produccidn como en la elaboraciéé ulterior
(por ejemplo en la galvanizacién al fuego de piezas de
hierro), se cuentan el hierro, el cob2lto, el niquel
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nilésimss por ciento en peso.

y el mengsneso. A partir de los disgromss Fe-Zn, Co=in,

Ni-Zn y Mn-Zn se observe que el cinc llegs s former

combinsciones intermetélicsg con gstos metsles, prefefeg;
temente combinsciones peritéctices. Estss combinacionesi
perjudicen congidersblemente ls elabé:acién ¥ las pro-
piedades del cinc. Como 1ls solubilided de estos ele-

mentos en el cinc es muy bajs y las combinsciones in-

‘termetdlices son muy ricass en cinc - por cads parte

de los elementos Fe, Co, Ni & Mn se precipitsn spro-
ximadamente de 10 s 15 psrtes de cinc, estss combins-

ciones se presentsn .en la estructurs de cinc y en les

-8lesciones de cinc ys con contenidos muy reducidos de

estos elementos.
Con el fin de eviter segregsciones de
combinaciones primsriss, intermétslices de cristales

gruesos, 8l solidificerse el cinc o las sleaciones de

~cinc, se exigen generslmente psre los elementos Fe, Co,

Ni y Mn, por ejemplo seglin DIN 1706/cinc,contenidos

~ limites comprendidos entre slgunss centésimss y algunas

Poare purificar el cinc y las slesciones
\ .

; . . T 2
de cinc de les impurezss citedss, sobre todo de Fe,

se conoce ususlmente ls seperscidn por fusidn y le des-

 tilscibn. En ls sepsracidén por fusién se puede purifiesr

el cinc y los slesciones de cinC,salvo les concentra-
ciones eutécticss (pof ejemplo sproximsdsmente el 0,013
de Fe en el sistems Fe.Zn), por ejemplo, dejsndo que sz
depositen los cristsles primarioq con tempersturss mﬁy

poOCo superio:es 8l punto de fusién dsl cinc. Sin em-

-bergo, ls pérdids de cinc en la era separéda, en ls
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© que seé acumulsn lss impurezss, el llsmado cine,duro,

- ¥ Mn no contiene csntidedes detectsbles de silicio.

*

+ - -
es relstivemente elevads, .

Por destilscidén del cinc o de las slesciomes|

de cinc que contienen Fe, CO, Ni & Mn se puede obtener
’ - ! ! . .

cinc muy puro; sungue el rendimiento es buenho grsciss

"~ @ ls descomposicién térmics de lss mencionsdss combi- .

- naciones intermet$licas de cinc, el cosbte, especisl-

menté.de energis y aparaéos, es relstivsmente elevedo.
En 1s blisqueds pers encontrar un m&todo

de refinsdo mejoraao se ha descubierto que lss combipa-

ciones intefmetélicas de cinc con Fe, Co, Ni y/o Mn se

pueden trensformer con silicio en combinsciones del

gilicio estsbles (siliciuros), siendo muy favorsble

el hecho de que ls solubilidéd del gilicio en el cinc

y en las sleaciones de sltos conbtenidos de cinc es

-muy bsje psrs el refinsdo: el cine libre de FPe, Co, Ni

"~ Lss combinasciones de silicio formsdss con

las citedss impurezas son cristalinss, hqéﬁé.él puntowde,
ebullicidn del cinc, especificemente ligerss y-soié w
dificilmente humectsbles por el cinc liguide, Por lo.
tento, es fscil sepersrlss. '

Coﬁo el siliclo es so0lo soluble en el ' cing,

en une proporcidn muy reducids entre el punto de fusidn

y el punto de ebullicién del cinc, la precipitecidn de
los elementos ecompsaiisntes 2l cine, Fe, Co, .Ni y Mn,.
limite de fusidn de cinc y cristsl de silicio. Por con-
siguiente, debe cuidarse de que hsys suficientes posi~

bilidsdes de contscto del silicio con ls fusién, por
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 tectsr frecuentemente “estos cristsles mixtos de FeX -,

ejemplo, por sgitscidén mecédnics o inductive, insu-

flado de silicio con gos inerte, sumergiendo o remo-

viendo, sscudiendo, vertiendo el Si en ls fusidén u

.otros procedimientos conocidos. Se deberis eviter uns

stmdsfers oxidente.

Es fevorsble le gplicascién de temperstu~
Tras d§ resccidn tan sltss como seen posibles, ye que
ls precipitscidén de los meteles scompsiientes sl cinec

se reslizsn en el silicio compscto, dependiendo por lo -

tento en slto grado de ls difusidn. Aqui se pueden re-

bsssr sin perjuicio lss tempersturss de descomposicién

|
|
de lss combinaciénesﬂintermetélicas de hierro - cine ~;
(fsse & v 7). Los cristsles miwkos de Fe-« que con- |
|
tienen cinc, formsdos apsrte de otress fases, se pueden
solidificer en cede 'caso por silicio de scuerdo con las
relaciones de equilibrio conocidss en el sistems Fe- .

Zn-Si. En las escoriss que contienen Fe-Si, producidess

‘en ls purificscidén del cing por silicio, se pueden de-

por’ejémplo‘cbmprobando 1ls ;;;Eéptibilidad magnética.
' Es ssimismo convéniente un calentomiento
previo o calentsmiento sdicionsl (por ejemplo, por
rediscién o induccidén) del silicio splicado sobre ls
fusién de cinc, En le obtencién térmics del cinc es

suficiente splicsr siliclio grenulado o slesciones con

~ un elevedo porcentsje de silicio sobre la superficie

- 1imite del metsl liquido - vapor de cine.

SEaneRmRwe

Se echsn en ls cdmara del condensador



de pulverizacién de un horno de reduceidén electrotér-
mico de eine, & intérvalos de aproximadaménte 2 horas, -
‘cada vez, entre 150 y 250 g de silicio met4lico’ con el
98,5 % de Si. La centidad de silicio}corr;sponde apro—~
iimadamente a 200 g de Si por éada ténelgéé producida -
de_metal de cinc. El contenido en hiérfo éel cinc obte~
nido en un promedio sin tratamiénto de silicio se reduce . 
poxr esta adicidén del 0,015 a 0,0025 % de Fe., Los produc-n
tos de.reaccién de este refinado-(por ejemplo, FeSiz)
vuelven & encontrarse junto_cdn el exceso de silicio me-

tdlico en el polvo de cine y en la escoria.

NOTA

Descrite suficientemente la naturaleza del in-
vento, asi como la manera de réalizgrse en la‘'préetica,
debe hacerse constar que las dispbsiciones antefiormente
indicadas son susgceptibles de mddificaciones de detalle
en cuanto no alteren su principio fundamentel. También se
hace constar que el invento corresponde a una solicitud.det
patente prosentada en Alemania con el ne P 19 62 605.5'
de 13 de diciembre de 1969; acogiéndose por lo tanto a.
los beneficios que conceden los'Con#enios Internacionales
en vigor, siendo lo que constifuye 15 esencia del referi-
do invento por lo que se solicita Patente de Invencién
por 20 afios en Espafia, sobre: PROCEDIMIENTO PARA TA RECU-
PERACION DEL -CING DE COMBINACIONES INTERMETALICAS DE ESTE -
METAL; caracterizdndose por lo siguiente:

1.~ Procedimiento\ggfi‘la recuperacién del cinc”b_

nacion de los metales acompefiantes del cinc, en fusibn 1{-

quida, tal como, hierro, cobalto, niquel, y/o maegnesio, °
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caracterizado porgue comprende preciplitar los metales
acompafiantes en presencia de siliclo como elemento preci-
pitante y a c&ntinuaciéri separé.r dichos metales,

2.— Procedimiento segtin' le reivindicecién 1,
caracterizado porque en la obtencién t_émica del cinc se
agrega el silicio en forma grénulad_a sobre la superficie
1imite del cinc liquido - vapor de cinc.

. 3.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1,

caracterizado porque. el silicio se sumerge, tal como con

una campana de inmersibn, en el cinc lfquido impuro, cul

‘A dendo de que haya buenas posibilidades de contacto entre

1a fusi6ﬁ del cinc y el siligio\, tal como, por agitacién

mecénica o inductiva, vecalentendo™la fusién de cine con-

venientemente y, en caso dado, precalentando el silicio

antes de la adicién, tal como, por radiacibén o induccidn.
4.~ Procedimiento seglin la reivindicaeidn 1, ca

racterizado porque el silicio se pone en contacto con el

cine 1:|'.quidd insuflando, agitendo, removiendo o sacudien-

do el Si en la fusién de cine o vertiendo el ecinc 1iquido
sobre el silicio convenientemente precallentado; recalen—~
tando en este caso la fusién dé cine convenientemente y
cuidando de que haya une atmésfera _réductoza.

5.- Procedimiento segin la reivindicacién 1,
caracferizédo porque el silicio se agrega en forma gremn-

lada sobre una fusldén de cine removida, calentando el Si

.- flotante en este caso adicionalmente, por conveniencia

por radiacién y cuidado que no haya unaAatmésfera oxiden-
te. »

6.~ Procedimiento segin las reivindicaclones

. la 5, caracterizado porque en lugar del silicio metdlico



completamente puro se agregan\areaciones de alto conte-
nido en silicio, tal como el PeSi90 0 el "silicio metdli-
o" con un 98, 5 % de Si apmx:[madamen'l;e. -
T.- Procedimiento para le recuperacz.én del cinc
5e de combinaciones intennetélir;as de este metal, tal y como
queda sustancialmente descrito en la :pz'jesen'l:e-Memoria. )
Esta Memoria conste de 7 ho:jais" escritas & mdqui-

ne por una sola card., , . . R
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